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日本を始めとして省エネルギー化のために，現在使用されている Siを材料としたパワーデバイ

スよりも高効率・低損失な次世代パワーデバイスの実現が求められており，ワイドギャップ半導

体 GaNや SiCをはじめとした研究開発が精力的に行なわれている． 

β-Ga2O3 が高耐圧で低損失という特性を持つことから他の材料よりも次世代パワーデバイス材

料として有望であるため，我々はこれを用いたパワーデバイスの研究開発を進めている．これま

でに融液成長法によって大型単結晶の作製に成功し，低コストで大口径の基板作製が可能である

ことを示し，また MOSFET動作も実証してきた 1)．  

デバイス作製において，材料のキャリア濃度の把握は重要である．そこで今回，非接触で測定

が可能なテラヘルツ帯時間領域分光法を用いてプラズマ周波数を求めることによりキャリア数の

評価を行った．一例として Si ドープおよび

Mgドープを行なった β-Ga2O3の透過スペクト

ルを右に示す．この帯域において前者はほと

んど透過を示していないが，後者は有限の透

過を示している．前者はプラズモンによるも

の，後者は十分にキャリア補償が行なわれ，

プラズマ周波数が測定帯域よりも低周波側に

あるためと考えられる．これはホール測定に

よって求められたキャリア濃度測定結果と矛

盾しない 2)． 

 

 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Figure: THz transmission spectra of β-Ga2O3 
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